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はじめに：静電塗布法(ESD)法は、簡便な装置構成や高い材料利用効率、大面積対応性等の特徴

を有する溶液系成膜技術であり、薄膜積層構造への応用[1]も期待される。我々は引出し電極を付

加した三電極型 ESD法をナノミスト堆積法(NMD法)[2, 3]と呼称し、低分子材料の薄膜積層構造の

成膜を検討している。本研究では、代表的な低分子 OLEDである Alq3/-NPD構造において、下

地の-NPDに溶解性のある溶媒を用いて Alq3を積層した場合の積層界面の評価を行った。 

実験：スピンコート法で PEDOT:PSS(10nm)と-NPD(25nm)層を成膜した ITO(155nm)コート

ガラス上に、NMD 法で Alq3(0.5mg/mL)をジクロロメタン(DCM)とジメチルスルホキシド

(DMSO)の混合溶媒を用い、基板温度 Tと DMSO添加量を変えた条件で数秒間堆積し、白色干渉

顕微鏡で表面状態を観察した。また、-NPD上に複数の条件で Alq3厚膜を積層し、PL測定を用

いて界面における-NPDと Alq3の混合状態について検討した。 

結果と考察：Fig.1はT=45℃、DMSO濃度 10vol%でAlq3を数秒間堆積した際の表面状態であり、

DMSOによる大きな浸食痕とDCMによる小さな浸食痕が観測された。断面プロファイルをFig．

2に赤線で示す。T=25℃(Fig.2青線)では、DMSOの浸食痕が消え、さらに DMSO濃度を 20vol%

に増やすと-NPD 層の侵食が抑制される(Fig.2 黒線)ことを見出した。Fig.3 は、T と DMSO 濃

度を変化させて Alq3厚膜(~60nm)を成膜したときの PL スペクトルである。下地層の浸食が抑制

される低温・高 DMSO濃度条件に近い程、Alq3に対する-NPDのスペクトル強度比が増加する

傾向が確認された。これは界面の浸食が少ない条件では積層界面における-NPD 分子と Alq3分

子間の混合が減少し、-NPDから Alq3へのエネルギー移動が抑制されたためと考えられる。 
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Fig.2. Cross-sectional profile 

of -NPD surface after Alq3 

deposition. 
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Fig.3. PL spectra of Alq3, 

-NPD and Alp3/-NPD 

layers. 
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Fig.1. Surface morphology of -NPD 
after short time deposition of Alq3 
(T=45 

o
C, DMSO =10vol%). 
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